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【はじめに】シリカガラスを熱処理したとき，表面からの OH 基出入およびシリカガラス内

部の OH 基が拡散によって OH 濃度分布が決まる。このとき，表面の OH 基濃度は温度と水

蒸気圧で決まる。Behrens
1)は高圧水蒸気中でシリカガラスを熱処理し, OH 濃度分布の温度

および熱処理時間依存性を解析した。その結果，OH 基の拡散係数は OH 濃度の増加関数で

あることを示した。Kuzuu ら 2)は，OH 濃度の異なるシリカガラスを接合したものを熱処理

したときの OH 濃度分布の変化を解析することで，シリカガラス中の OH 基の拡散係数は濃

度に比例することを示すとともに，その場合の理論解で Behrens のデータを再現できること

を示した。このとき，表面 OH 濃度は実験データに合うように試行錯誤で決めた。 

今回，接合していないシリカガラスを熱処理したときの OH 濃度分布から拡散を解析する

ことを試みた。このとき，熱処理雰囲気中の水蒸気圧で表面 OH 濃度が決まるため，蒸気圧

を制御する必要がある。そこで，OH 含有シリカガラスを熱処理すると，表面付近で OH 濃

度が減少することに着目し，制御しやすい真空中で熱処理することにした。このとき，厳

密な表面位置の特定は難しい。そのため，理論解を OH 濃度分布の測定値にフィッティング

する方法が有効である。そこで，熱処理したときの OH 濃度分布の表面 OH 濃度依存性を理

論的に求める。 

【方法】拡散係数が OH 濃度に比例する場合の拡散方程式は 
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である。この式を数値的に解くことで理論解を求めた 2)。サンプルとして， OH 基を 1436 wt 

ppm 含む合成シリカガラス ES を使用した。真空中で熱処理後, サンプルの OH 濃度分布を

赤外顕微鏡付赤外分光光度計で測定した。拡散係数を表面 OH 濃度が 0 の時の理論曲線にフ

ィッティングすることで求めた（Fig. 1）。 

【結果】Figure 2 に表面 OH 基濃度を変えた場合の OH 濃度分布を示す。実際の測定データ

では，表面位置が正確にわからない。そこで，Fig. 1 に示すように，OH 濃度分布の測定値

を理論式にフィッティングす

ることで表面位置を推定した。

詳細は当日報告する。 
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Fig. 2 Theoretical curves for 

OH-conc. profile for various 

surface OH concentrations. 

 
Fig. 1 Theoretical OH-comc. 

profile fit to a experimental 

result. 
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